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(54) Title: DRAM CELL STRUCTURE WITH TUNNEL BARRIER

(54) Bezeichnung: DRAM-ZELLENSTRUKTUR MIT TUNNELBARRIERE
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(57) Abstract: The invention relates to a transistor that is provided with a first source/drain area (S/D1), a channel area (KA) adjacent
thereto, a second source/drain area (S/D 2) adjacent thereto, a gate dielectric and a gate electrode. A first capacitor electrode (SP) of
¢ry the capacitor is connected to the first source/drain area (S/D1). An insulating structure entirely surrounds an insulating area of the
I~ circuit arrangement. At least the first capacitor electrode (SP) and the first source/drain area (S/D1) are arranged in the insulating
€73 area. The second source/drain area (S/D2) and the second capacitor electrode of the capacitor are arranged outside the insulating area.
w=( The insulating structure prevents the first capacitor electrode (SP) from loosing charge through leaking currents between charging
& and discharging of the capacitor. A tunnel barrier (T) which is arranged in the channel area (KA) is part of the insulating structure. A
o capacitor dielectric (KD) that separates the first capacitor electrode (SP) from the second capacitor electrode is part of the insulating
? structure. Such a circuit arrangement is, for example, a DRAM cell array with one-transistor storage cells.
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(88) Veroffentlichungsdatum des internationalen Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen
Recherchenberichts: 28. Februar 2002 Abkiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on

Codes and Abbreviations") am Anfang jeder reguléiiren Ausgabe
der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Der Transistor weist ein erstes Source-/Drain-Gebiet (S/D1), ein daran angrenzendes Kanalgebiet (KA),
ein daran angrenzendes zweites Source-/Drain-Gebiet (S/D2), ein Gatedielektrikum und eine Gateelektrode auf. Eine erste Konden-
satorelektrode (SP) des Kondensators ist mit dem ersten Source-/Drain-Gebiet (§/D1) verbunden. Eine isolierende Struktur umgibt
einen isolierenden Bereich der Schaltungsanordnung vollstandig. Im isolierenden Bereich sind mindestens die erste Kondensator-
elektrode (SP) und das erste Source-/Drain-Gebiet (S/D1) angeordnet, wihrend das zweite Source-/Drain-Gebiet (S/D2) und eine
zweite Kondensatorelektrode des Kondensators ausserhalb des isolierenden Bereichs angeordnet sind. Aufgrund der isolierenden
Struktur geht Ladung aus der ersten Kondensatorelektrode (SP) zwischen Laden und Entladen des Kondensators nicht durch Leck-
strome verloren. Eine Tunnelbarriere (T), die im Kanalgebiet (KA) angeordnet ist, ist Teil der isolierenden Struktur. Ein Kondensa-
tordielektrikum (KD), die die erste Kondensatorelektrode (SP) von der zweiten Kondensatorelektrode trennt, ist Teil der isolierenden
Struktur. Eine solche Schaltungsanordnung ist beispielweise eine DRAM-Zellenanordnung mit Ein-Transistor-Speicherzellen.
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